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DESSIN ET DIMENSIONS : SPECIFICATION PARTICULIERE POUR
OQUTLINE AND DIMENSIONS : MEMOIRES RAM DYNAMIQUES
LECTURE/ECRITURE A CIRCUITS INTEGRES
5 1932 Typee. T Boftiers/Packages DC.- DP DETALL SPECIFICATION FOR
3 Boltiors PO Po s vois anaexe MOS READ/WRITE DYNAMIC MEMORIES
+ 0 $vo SILICON MONOLITHIC CIRCUITS
Packages PC - PP : see Annex MODELE,TYPE 441
IDENTIFICATION DES CONNEXIONS 6
TERMINAL CONNECTIONS . Variétés électriques/Electrical variants
Boitiers DC - DP Boitier PC  4416-12 7 4416-15 7 4416-20
DC - DP packages PC package « Variétés température/boftier
- w< Temperature/package variants
G Bl ¥ 8
6 1 Uhe[J vss ::_]uu Températures/Temperatures
pal (J2 17[Joos . 2 1 1817 Boitiers 40°C. + 85°C
paz [J3 16[JCAS paz 3 L 16[] CAS Packages o ° i OL’ °
__V_VE-'t 150pa3  wha vs{ paa 0°C, + 70°C -DSOC’+1OO¢,C
RAS s 1Jao wAs[]s 4] a0 -55°C, + 125°C_|
AGEG 13%#\1 as e 130 A1 DC X
As [J7 120 a2 As[17 12[0 A2 .
as [Je 11 aa g 91011 DF X
O Mm
vpp (19 10[] a7 < oo PC X
< oA« (Vue
> de dessus) PP X
- w0 <
8o ¥8 —
TECHNOLOGIE DE FABRICATION :
ax (‘) 1817 L TYPICAL CONSTRUCTION :
pazfia 16[J CAS Circuit monolithique N MOS au silicium.
_Wha4 15[} pas Sificon monolithic N MOS integrated circuit,
RAS[]S 14[} A0
As[l6 130 A1 PRECAUTION/CAUTION :
As{l? 1200 A2 Ces dispositifs sont sensibles aux décharges
8 91011 électrostatiques.
< O~ m (Vue de These are electrostatic sensitive devices.
« 9 g < dessus)
Boitier PP NIVEAUX D’ASSURANCE DE QUALITE ; YL
PP package ASSESSAENT LEVELS : !
1- DESCRIPTION DU MODELE
TYPE DESCRIPTION
Mémoire organisée en 16 384 x 4 éléments binuires, cnirées et sortics compatibles TTL, sorties 3 états.
Memory organization 16 384 x 4. All inputs/outputs fullv TTL compatibie. 3-state outputs.
Se reporter 4 la Liste des Produits Homologués CECC (0 200 en viguenr pour connaitre les fabricants dont Ies
composants conformes 4 celie spéeification particulitre sont homolueuss.
Information about manufacturers who have comnponents qualified to this detail specification is available in the ciurrent
CECC 00 200 : Qualified Products List. — e b
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2 CARACTERISTIQUES D’UTILISATION

Sauf spécification contraire, le circuit doit fonctionner dans toute la gamme des températures et
dans toute la gamme des tensions d’alimentation spécifiées.

2.1 Description générale

Les caractéristiques suivantes ne sont données que pour information.

La mémoire 4416 est une mémoire dynamique lecture/écriture rapide, de 65 536 éléments binaires,
organisee en 16 384 mots de 4 éléments binaires chacun. Une technologie a canal N, a double
niveau de grille silicium est utilisée.

Trois versions de la mémoire 4416 existent se caractérisant par des temps d'adressage ligne
differents : 120 ou 150 ou 200 ns. La dissipation de puissance en mode opération est de 125 mW
typique ; en mode « attente » elle est de 17,5 mW typique. Une source de tension unique de 5V,
60 mA est necessaire pour alimenter le composant.

La période de rafraichissement peut aller jusqu'a 4 millisecondes et durant ce laps de temps les
256 colonnes doivent étre activées, en utilisant_I'entrée RAS, pour conserver les informations
mémorisées. Durant le rafraichissement I'entrée CAS peut demeurer a I’état haut pour limiter la
dissipation en puissance.

Tous les accés de l[a mémoire sont compatibles TTL standard. Toutes les entrées.ds données ou
d'adressage sont verrouillables. Les sorties, 3 états, ne sont pas verrouillables pour augmenter la
flexibilité du systéme.

La mémoire 4416 est présentée soit en boitier DIL (plastique ou céramique) soit en boitier chip
carrier (céramique ou plastique) de 18 connexions. Le -schéma synoptique et la fonction des
broches sont donnés en figure 1 ci-aprés.
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AS s . .
DQ1-DQ4 Entrée r
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—-I lignes mémoire
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Bloc diagramme fonctionnel
]
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2.2 Spécification fonctionnelle détaillée

2.2.1 Description de la fonction

Cette mémoire de 16 384 mots de 4 éléments binaires est mise en ceuvre selon le mode opératoire
suivant :

Adressage

Quatorze éléments binaires sont nécessaires au décodage des 16 384 points de stockage de don-
nées. Huit éléments binaires (entrées A0 a A7) définissent I'adressage des lignes ; cet adressage
est verrouillable par la commande RAS. Puis les colonnes sont adressables a travers les entrées Al
a A6, qui sont multiplexées, le verrouillage de cet adressage se faisant par la commande CAS. Le
niveau logique appliqué aux entrées A0 a A7 doit étre stable pendant ou avant le front descendant
des signaux RAS et CAS. La commande RAS est équivalente 4 une commande de validation boitier
en ce sens qu’elle active simultanément les amplificateurs de détection et le décodeur de ligne. La
commande CAS active simultanément le décodeur de colonne et les amplificateurs d'entrée et de
sortie.

Ecriture-lecture

Le mode écriture ou le mode lecture est sélectionné avec la commande W. Un niveau logique « 1 »
sur I'entrée W correspond au mode opératoire « lecture », le niveau logique « 0 » sélectionnant le
mode opératoire « écriture ». Les entrées de données sont inactives quand le mode lecture est

utilisé. Quand l'entrée W est ramenée a zéro avant l'entrée CAS, les sorties restent a I'état haute
impédance, permettant ainsi un cycle d'écriture avec G a la masse.

La mémoire est écrite soit pendant un cycle écriture, soit pendant un cycle lecture/modification
contenu mémoire. Selon le mode opératoire, les transitions négatives des signaux CAS ou W
provoquent I'enregistrement des donnges. Les entrées de données peuvent étre connectées di-
rectement a des circuits TTL sans résistance « pull-up ». Dans un cycle d'écriture « préparée »,
'entrée W est ramenée a zéro avant le signal CAS et I'enregistrement des données est commande
par CAS, les temps de prépositionnement et de maintien étant déterminés vis-&-vis de CAS. Dans
un cycle d'écriture « non préparée » ou dans un cycle lecture/modification contenu mémoire, c'est
le signal CAS qui est initialement bas et c'est le signal W qui commandera l'enregistrement des
donnges, les temps de prépositionnement et de maintien étant déterminés a partir de W. Dans ce
deuxiéme mode d'écriture, le signal G doit étre haut pour mettre les circuits de puissance de
sortie dans I'état haute impédance avant le transfert des données.

Les circuits de puissance de sortie sont compatibles TTL (pas de résistance « pull-up » requise).
Les données lues sont de méme polarité que les données écrites. Tant que le signal CAS est bas
les sorties sont a I'état haute impédance. Dans un cycle lecture les sorties ne sont activees
gu'aprés un intervalle de temps ta(c) compté & partir de la transition négative du signal CAS, et si,
les temps ta(R) €1 tyE) sont satisfaits. Les sorties sont validées apres I'écoulement de ces temps
d'acces et le demeurent tant que CAS et G sont au niveau bas. CAS et G retournant a I'état haut,
positionnent les sorties a I'état haute impedance.

Dans un cycle d'écriture « préparée » les sorties sont toujours a I'état haute impédance. Dans les
autres modes d'écriture, les sorties doivent &tre mises a I'état haute impédance avant d'appliquer
les données aux entrées. Ceci se fait par la mise au niveau 1 de I'entrée G tout en satisfaisant au

temps tgHD:

Validation des sorties

L'entrée G contrdle I'impédance des étages de sortie, Quant G est haut, les circuits de puissance
de sortie demeurent a I'état haute impédance. Quand G est ramené a I'état bas les étages de sortie
sont activés en les mettant a I'état basse impédance. |l est nécessaire que RAS et CAS soient
simultanément a I'état bas pour que les circuits de sortie soient en basse impédance. lis demeu-
reront & I'état basse impédance tant que G ou CAS demeureront a I'état bas.

Rafraichissement

Une opération de rafraichissement doit étre effectuée toutes les 4 millisecondes pour garder des
données en mémoire. Puisque les circuits de sortie sont a I'état haute impédance (CAS au niveau
haut) pendant toute la durée du cycle aucune donnée ne peut &tre detruite. En parcourant les 256
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adresses de ligne (A0 a A7) avec le signal RAS, chaque élément binaire de chaque ligne est
rafraichi. CAS peut demeurer a I'état haut pendant toute la séquence pour réduire la consomma-

tion de puissance.

Mode page

Le mode page permet un accés plus rapide de la mémoire en conservant la méme adresse ligne,
et en parcourant successivement les différentes adresses colonne (limitées a 60). De cette fagon le

temps nécessaire a I'adressage ligne n'intervient qu'une fois par page.

Activation

Pour activer une mémoire qui était en état de veille la puissance doit étre rétablie pendant 1 ms.
De plus le signal RAS doit &tre a I'état haut depuis 100 . s avant [linitialisation. L'initialisation

consiste & effectuer 8 cycles RAS.

Table de fonctionnement

Voir figure 2 ci-aprés.

T
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Figure 2
Entrées Fonction
A0 | A1-A6 | A7 | RAS | CAS | W G | DpQ,
ag ai - ag az 0 1 X X X adressage ligne
X by - bg X 0 0 X X X adressage colonne
X by - bg X 0 0 1 0 dgn lecture mémoire
X by - bg X 0 1 0 X dgn
écriture avancée
X by - bg X 0 0 0 X dgn
X b1 - bg X 0 0 1 X dgn
- écriture
X by - bg X 0 0] 0 X dgn
X by - bg X 0 "0 1 0 dgn
X by - bg X 0 1 1 0 dgn
lecture page mémoire
X b’y - b's X 0 1 1 0 dgn
X b'y - b'g X 0 0] 1 0 dgn
rafraichissement
8 |&1-8 a7 0 1 _ X X X des donnges de la ligne
ag, ay : suite de 0 et 1 définissant l'adresse de la ligne
by, bg : suite de 0 et 1 définissant I'adresse de la colonne
. by, bg : suite de O et 1 définissant I'adresse de la cofonne
dagn : suite de 0 et 1 représentant soit des données a rentrer, soit des données lues.
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2.3 Coﬁditions limites d’utilisation

Ces conditions sont applicables dans la gamme de température de fonctionnement.

Les limites d’utilisation (valeurs limites) ne sont pas spécifiées pour les besoins de contrble.

Les valeurs limites d'utilisation sont données comme suit :
Toutes les tensions sont référencées a Vgg

Caractéristiques Symboles | min. | max. |Unités
Tensions d’'alimentation........... ... ... .. oL Vpp -1 6 Vv
Tensions dentrée . ... ... Vi — 1 10 \
Tensions desortie ......... .. ittt e Vo -1 -6 Vv
Tension de sortie a I'état haute impédance ............... Voz ~ 1 6 Vv
Courants de sortie . ...........v e lo // 50 mA
Courants dentrée ......... ... it I Z 15 mA ’
Dissipation totale de puissance ........................... Ppmax n.a. 1 w
Température de fonctionnement........................... Tamp Cat L[ O + 70 °C
Cat R} —40 + 85 °C
Cat N| =55 | +100 | °C
Cat M| —55 | +125 °C
Température de stockage ........... ... .o i i, Tstg -65 | +150| °C
2.4 Conditions d’utilisation recommandées et caractéristiques associées
Pas pour les besoins de controble. .
Conditions de fonctionnement recommandées :
Toutes les tensions sont réféerencées a Vgg
Caractéristiques Conditions | Symboles | min. | max. | Unités
Tension d’alimentation positive etou négative ... Vop 45 | 55 \
Tension d'entrée au niveau bas ................. Vop=5V ViL - 0,6 0,8 \
Tension d'entrée au niveau haut ................ Vop=5V Vi 24 | 58 Vv
Température de fonctionnement................ Tamp Cat L| 0 |+ 70 °C
Cat R{—40|+ 85 °C
Cat N|—55{+ 100 °C
Cat M|—55+ 125 °C .
i
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2.5 Caractéristiques statiques
Toutes les tensions sont référencées & Vgg
. 4416-12 4416-15 4416-20 |, ...
Caractéristiques Symboles min. T max. | min. T max. | min. T max. Unités
Courant-moyen en
fonctionnement pendant .
le cycle écriture/lecture IpD1 54 48 42 | mA
Courant de repos ...... Ibp2 5 5 5 mA
e ] Vop=55V pb—aafoot ]
Courant moyen
d'alimentation en mode
rafraichissement....... Ipps 46 40 34 mA
Courant moyen
d'alimentation en mode
page .........c.eiiinnn lbb4 46 40 34 mA
Tension d'entrée au
niveau haut ............ ViH Vob=556V | 24 | 58 24 | 58 | 24 | 58 \
Tension d'entrée au
niveaubas ............. ViL Vop=55V|-06| 08 [-06] 08 |-06]| 08 | V
Tension de sortie au Vob =55V
niveau haut ............ VoH ~-loH=2mA| 24 2.4 2,4 \Y
Tension de sortie au Vop=45V
niveau bas .....:....... VoL oL = 4,2mA 0.4 0,4 0,4 \
Courant d'entrée ou de Vop =55V
fuite au niveau haut... .. T ViH=58V 10 10 10 | pA
Courant d’entrée ou de Vopp=55V
fuite au niveau bas ..... hiL Vita=0 - 10 - 10 —10 | pA
Courant de sortie au Vop=55V
niveau haut (fuite) pour Voug = 55V
les sorties trois états .. .. lozn CASas55V 10 10 10 | pA
Courant de sortie au Vpp = 5,5V
niveau bas (fuite) pour Voia =04V
les sorties trois états . . .. lozi CASas55V -10 - 10 - 10 | pA
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2.6 Caractéristiques dynamiques

13V ‘
" . RL
Conditions d’essais :
CL = 100 pF
RL.=3229
——C
-
2,6.1 Modele 4416-12 (sanction en ns)
Cat R
Cat M Cat N
Caractéristiques Symboles Cat L
min. | max. [ min. | max. .
TEMPS DE CYCLE
e lecture.. ... te(rd) 230 | — |230| ~—
@ BCTHUTE .t e tew) 230 | — | 230 —
e lecture-écriture ........... ... te(raw) 320 |- — | 320 | —
e lecture-modification-écriture ................ .. .. te(raw) 320 — 1320 | —
e mode page {lecture, écriture, lecture-écriture,
. lecture-modification-écriture) ................... te(p) 120 | — {120 | —
e temps de cycle de rafraichissement ....... .. .... tet — [4000| — | 4000
TEMPS D'ACCES
e depuis l'adressage colonne ..................... ta(c) — 70 | — 70
e depuis l'adressage ligne ........................ ta(m) — 120 — 120
o depuis la validation sortie....................... ta@) — 30| — 30
DUREE D'IMPULSION
Mémoires a entrées d’adresses multiplexées ‘
— Opération de lecture, d’écriture
o sélection d’adresses des colonnes, active........ tw(cL) 70 |1500| 70 |10000
e sélection d’adresses des colonnes, inactive .... .. tw(cH) 40 | — 40 | —
e sélection d'adresses des lignes, active ........... tw(RL) 120 |{1500( 120 [10 000
o sélection d’adresses des lignes, inactive ......... tw(RH) 80| — | 8| —
— Opération de lecture-modification-écriture
e sélection d'adresses des colonnes, active........ twicL) 70 [1500f 70 110000
e selection d’adresses des colonnes, inactive ...... tw(cH) 40 —_ 40 | —
e sélection d’adresses des lignes, active . .......... tw(RL) 120 |1500{ 120 |10 000
e sélection d’adresses des lignes, inactive ......... tw(RH) 80| — | 80| —
— Opération de lecture, écriture en mode page
e sélection d’adresses des colonnes, active . ....... twicy) 70 {1500( 70 {10000
e selection d’adresses des colonnes, inactive ...... tw(CH) 40 | — 40| —
e sélection d’adresses des lignes, active........... tw(RL) 120 |{1500( 120 (10000
e sélection d’adresses des lignes, inactive ......... tw(RH) 80 | — 80 | —
— Autorisation d’écriture ......... ... oo twiw) 30 | — 30 | —
— RAS opération de rafraichissement seulement
e sélection d’adresses des lignes, active ........... tw(RL) 120 |1500]120 {10000 ‘
e sélection d’adresses des lignes, inactive ......... tw(RH) 80 | — 80 | —
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Cat R
. Cat M Cat N

Caractéristiques Symboles Cat L

min. | max. |min. | max.

TEMPS D’ETABLISSEMENT
Mémoires aux entrées d’'adresses multiplexées
— Opération de lecture en mode normal ou en mode

page

e adressage de la colonne avant le début de la sé-
lection d'adresses des colonnes................. tsuca) 0 — 0 —_

e adressage de la ligne avant le début de Ia selec-
tion d'adresses des lignes ...................... tsu(RA) 0 —_ 0 —

e lecture avant le début de la sélection d’adresses
descolonnes .........c.ciiiiiii i, tsu(ra) 0 — 0 —

— Opération d'écriture en mode normal ou en mode

page

e adressage de la colonne avant le début de Ia sé-
’ lection d'adresses des colonnes................. tsuica) 0 — 0 —

e adressage de la ligne avant le début de la sélec-
tion d'adresses des lignes ...................... fsuRA) 0 — 0 —

e introduction des données avant le déebut de la sé-
lection d'adresses des colonnes................. tsu(D) 0 — 0] —

e introduction des données avant le début de
Pécriture . ... i e tsu() 0 — 0 —

e écriture avant la fin de la selectlon d'adresses des
COIONNEBS .. ittt et ettt e et tsu(wcH) 50 — | 50 —

e écriture avant la fin de la sélection d'adresses des
Iignes ......................................... Tsu(WHH) 50 — 50 —

— Opération de lecture-modification-écriture
e adressage de la colonne avant le début de la se-

lection d'adresses des colonnes................. tsu(ca) 0 — 0 —

e adressage de la ligne avant le début de la sélec-
tion d'adresses des lignes ...................... tsuRA) 0 — 1 0 —

e introduction des données avant le début de la sé-
lection d’adresses des colonnes................. tsu(D) 0 — 0 —

o introduction des données avant le début de
. l'écriture .................. s tsu(D) 0| — | 0| —

e écriture avant la fin de la sélection d'adresses des
COIONNES .. i it it tsuqwcH) 50 — | 50 —

e écriture avant la fin de la sélection d’'adresses des
1T 131 T tsu(WRH) 50 | — |50 | —

o lecture avant le début de la sélection d'adresses
descolonnes ....... .ol tsu(ra) 0 — 1 0 —

TEMPS DE MAINTIEN
Mémoires aux entrées d'adresses multiplexées
— Opération de lecture en mode normal ou en mode

page
o adressage de la colonne aprés le début de la sé--
lection d'adresses des colonnes................. thicLca) 35 — 135 —
e adressage de la ligne aprés le début de la sélec-
tion d'adresses des lignes ...................... th(rA) 15 — | 15 —
o adressage de la colonne aprés le début de la sé-
lection d'adresses des lignes.................... th(rLCA) 85 = | 85 —
¢ lecture aprés la fin de la sélection d’adresses des
COIOMABS .ottt e et th(CHrd) 0 — 0| —
‘ o selection d'adresses des colonnes aprés le début
de la sélection d'adresses des lignes ............. th(RHrd) 10y — 10 | —
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